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Composés substitués Mo;Sb,_Te_

Evolution de la densité d’état au niveau de Fermi
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Forte diminution de la densité d’état totale et de la densité d’état partielle du

molybdéne : augmentation de la resistivité électrique et du pouvoir

thermoélectrique (ZT ~ 0.8 a 1050 K* pour Mo,Sb; ,Te, ()

Substitution sur le site du molybdéene ?

* F. Gascoin et al., Journal of Alloys and Compounds, 427, 324 (2007)
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Structure de bande ¢lectronique DGA
des composes Mo, Ru _Sb,
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Synthese et caractérisation
physico-chimique

Synthése par métallurgie de poudre (x = 0,25, 0,5 et 1)
Réaction des éléments purs a 750 °C pendant 10 jours
Broyage puis recuit a 750 °C pendant 15 jours
Frittage par pressage uniaxial a chaud
Caractérisation physico-chimique
Diffraction des rayons X
Diffraction de neutron a 300 K et a basse temperature (x = 0,25 et 0,8)

Microsonde de Castaing

Aucunes phases secondaires détectées pour x = 0,25 et 0,5
Présence de RuSb, (<4 % en vol.) pour x =1

Existence d'une limite de solubilité du ruthénium : x ~ 0,8
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Proprietés a basse température
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Augmentation de la résistivité électrique et du pouvoir thermoélectrique lorsque la concentration

en ruthénium augmente

Augmentation de la conductivité thermique totale : d'un comportement exotique pour x = 0 vers un
comportement classique pour x = 0,8
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RN ey Propriétés thermocélectriques

Propriéetés a haute température
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Evolution linéaire de la résistivite électrique et du pouvoir thermoélectrique

La conductivité thermique a tendance a saturer pour x = 0, 0,25 et 0,5
Faibles valeurs atteintes a haute température
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Propriétés thermoélectriques

Facteur de mérite adimensionnel ZT
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Matériaux intéressants pour la génération d‘électricité
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Conclusion

Possibilité de substitution sur le site du molybdéne

Nette amélioration des propriétés thermoélectriques avec la substitution du

molybdéne par du ruthénium

Existence d'une limite de solubilité: impossibilité d'atteindre un état semi-

conducteur

Composé intéressant a haute température pour la génération d’électricité
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